
铜柱凸块被广泛运用于多种类型的倒装芯片互连，既能提供众多设计优
势，又满足了当前和未来的 ROHS 要求。它完美适用于各种需要小间
距、RoHS/绿色合规、低成本和电迁移性能组合的应用，例如，收发器、
嵌入式处理器、应用处理器、功率管理、基带、ASIC 和 SOC 等。

 

铜柱凸块 
技术解决方案

外围铜柱凸块

全阵列铜柱凸块

采用铜柱技术的 FCBGA 芯片互焊

铜柱凸块的优势
	f 单列小间距低至 30 微米 

交错低至 30/60 微米

	f 多种设计通过减少基板层数实现成本降低

	f 针对高载流容量应用的优异电迁移性能

	f 在铜柱凸块制程前进行晶圆级电测试

	f 兼容为焊线设计的焊盘开窗/节距和晶粒
焊盘金属化，可以实现快速的倒装芯片转
换，从而缩短上市时间

	f 在高凸块密度设计中，小间距倒装芯片 
(FPFC) 互连的成本低于金柱凸块

	f 铜柱上的无铅凸块焊帽，是更环保的解
决方案

	f 有铜块、标准铜柱、小节距铜柱和微凸块
等各种铜柱结构可供选择。另外，根据应
用要求，提供铜 + 镍 + 无铅、铜 + 镍 + 
铜 + 无铅等不同的堆叠组合

	f 兼容于有加/无加再保护层

	f 适用于先进硅节点低介电常数器件

	f 更小颗粒的底部填充材料使更激进的
晶粒-封装设计规则/更小的封装尺寸成
为可能

	f TSV 和 CoC 硅封装的极小间距低至 30 
微米

	f 一站式 FPFC 铜柱凸块、封装和测试的
大规模现成产能



铜柱凸块设计规则

横截面

裸晶 PoP 模塑 PoP

特色 尺寸

铜柱直径 20-65 µm

总高度 20-75 µm 

一般设计规则
节距

60 50 45/90 40/80 30/60

行间节距 N/A N/A 90 80 60

焊盘宽度 30 25 22 20 TBD

线间距 60 50 45 40 30
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铜柱和锡银凸块的电迁移可靠度比较

铜柱凸块

上表显示在相同的电流/温度条件及类似的凸块/UBM 结构中，铜柱的寿命比锡银凸块更长。甚至在相同条件下经过 8000 个小
时测试以后，未观察到铜柱凸块发生故障。
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测试 测试条件 读点 SS 结果

MSL3 30/60-192 260°C 3x 77 x 12 Lots Pass

T/C B -55°C/+125°C 1000x 77 x 3 Lots Pass

HAST 130°C/85% RH 96 Hrs 77 x 3 Lots Pass

T&H 85°C/85% RH 1000 Hrs 77 x 3 Lots Pass

HTS 150°C 1000 Hrs 77 x 3 Lots Pass
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